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三引出电容器结构
由于二引出电容器的引线用作电感器，所以残留电感较大。

通过采用三引出结构，与电感串联的残留电感变低。因此插

入损耗要优于二引出电容器。

6. 高频特性的改进

片状三引出电容器
片状三引出电容器的结构模型如右所示。电极布局印刷在每

个介质板上。两端都提供有输入和输出端子并用电极布局相

连。此结构可使信号电流通过电容器。接地端子上的残留电

感随两侧的接地端子减小。

此结构可产生极低的残留电感，其可提供较高的自我谐振频

率。
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(a) 电容器结构
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(b) 插入损耗特性的改进结果

(b) 考虑到ESL效应的等效电路

(c) 插入损耗特性的改进结果
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穿心电容器
穿心电容器有接地电极围绕介质并信号端子经过介质这样的

结构。在屏蔽罩上打开安装孔，直接将接地电极焊接在屏蔽

罩 (板) 上来使用穿心电容器。由于这种电容器在接地端子侧

和信号端子侧没有残留电感，所以可提供接近理想的插入损

耗特性。

使电容器特性降低的第2个因素是等效串联电阻 (ESR)。由

于ESR电极和材料的原因插入损耗会变低。

在陶瓷电容器中ESR非常低，但在铝电解电容器中则较高。

7. 等效串联电阻的效应

(d) 受ESL和ESR影响的实际电容器的插入损耗频率特性

三引出电容器 穿心电容器

(a) 电容器结构

(b) 插入损耗特性的改进结果

(a) 带有ESL和ESR的电容器等效电路

(b) ESL的影响 (c) ESR的影响
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